
HÍRADÁS 
1989. március 13-15 között Baden-Badenben a nyugatnémet 
Mikroelektronikai Társaság konferenciát tartott. A rendezvény 
résztvevői és előadói a nyugatnémet félvezető ipar legjobb 
szakemberei (kutatók, konstruktőrök, technológusok) és a kü
lönböző felsőoktatási intézmények professzora), akik félvezető 
konstrukcióval és technológia-kutatással foglalkoznak. Ezen 
okok miatt nagy jelentőségű a magyar egyesületek (HTE.MEE) 
kapcsolata a nyugatnémet egyesülettel VDE), amely a badon
nádén! konferenciák szervezője. 

A konferencián elhangzottak Iparpolitikai, technológia politika 
és a piackutatási problémákkal f ogla Ikozóeiőadások is, de a ren
dezvény fő témájaa mikroelektronika egy speciális területe a fél
vezető technológia. 

Az előadások döntő többsége félvezető tárgyú volt. Különbö
ző konstrukciós és kapcsolástechnikai eredmények kerültek is
mertetésre speciális alkalmazási célokra. Jelentős teret kapott 
az új műveletek bemutatása megfelelő felhasználási területek-
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kel kiegészítve: legfontosabb közülük a SOI- technika bemutatá
sa volt. A szilíciumot a szigetelő szerkezetben (SOI) implantáci
óval lézeres átkristályosítással, vagy molekuláris epitaxlával 
alakítják ki. 

A memóriák közül SRAM-ok előállítása a Philipsnél gyártási 
szinten 0,7 |im vonalszélességgel folyik (1 Mb SRAM), míg a fej
lesztési részleg 0,5 um vonalszélességet alkalmaz a 4 Mb 
SRAM-ok megvalósításához. Elektronsugaras litográfiát alkal
maznak néhány felhasználói kapuáramkör gyors befejezésére. 

A bipoláris áramkörök elemsűrűségének növelésére az Imp-
lantált, illetve a pofikrlstáfyokból kialakított emitter- bázis struk
túrákat, valamint az oxidszigetelést alkalmazzák. Intenzív kuta
tás kezdődött különböző mikroelektronikai alkatrészek három
dimenzióscélintegrálására. 
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